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実験メモ

MOSFETに 「軸性応 力をかける方法

工学部 谷口研二 浜口智尋(吹 田5σ12)

阿南高専 正木和夫

シ リコソ集 積 回路 の微 細化 が進 み,サ ビ ミク ロソ寸 法 のMOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor

FiedEffectTransistor)が 実際 のLSIの 中 で使 われ てい る。 この様 な微 細 な素 子 の電気 的な 特性 は 、

Siチ ップ を保 護 す るため に被 覆 された膜 の 応力 に よ って 大 き く影 響 され る。 今後 、素 子特 性 を正確 に

予測オうためには略力の正確塗見璋もりζ応力下での電子物性の解明が必要となる。この実験メモでは

MOSFETに 郷 から7轍 騨 ・か肪 昇体的妨 法と懇 を行うに際しての臆 点につ・・て紹介す

る9'

用 ㍉・る試料 は、6イソチ のSiウ エぐ よ り例 り出 され た5×10m㎡ の チ ップ(厚 さo.6㎜)で あ る。 この

チ ップはダイヤモン ド・r.'』 圧 力 印 加 方 向

か ・で嫡Uチ ・MOS素 子 ・/金 線

プの切断 面 を鏡面 と し

て お くことが重要 で あ

る。 また、.チ ップの裏

側 にはMOSFETへ

印加 す る電極 端子 を付

け るた めの 高周波 素子

用小 型 パ.ッケ ージ を接.

着剤 で 固定 す る。 この

あ と、 図1に 示 す よ う

な チ ップの ボソデ ィソ

グ ・パ ッ トとパ ッケー

♂

」
、
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/
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L副 構.
、 ・図1.実 験 に使用 したSiチ ップ試料

む

ジのピソの間を金線で配線する。微細なMOSFETの ゲート酸化膜厚は200Aと 極めて薄いので、容易

に静電気破壊が生じる。通常、この様な試料を保管する時には忌パ ッケージについている全部のピソを

アルミ箔で互いにショートして、ゲート電極に高い静電圧がかからないようにする。

試料を応力印加装置に取り付ける時には次の点に注意を払 う必要がある。リー ド線を直接、パッケー

ジのピソに半田付けするときには半田ゴテと基板ピソを電気的にショー トしたままで半田付けを行うと

よい。ただ し、接続にソケットを用いる場合には、ソケラトから図2に 示す接続端子までの配線を終え

た後、配線の他端をショートした上で試料をセットする。いずれにしてもMOSFETの ゲー ト部に高

電圧が印加されないよう十分配慮 しなければならない。

試料への応力印加は、図2に 示すように、試料をセットした後、上部ハソドルを回転することにより
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円柱状のスロットが真っす ぐ降下する方法を用いて行う。

金属スロットを直接siチ ップに接触させて応力を印加す

るとSiチ ップが破壊されやすいので、チップとスロット

の間に濾紙のような紙片を挿入するとよい。印加応力の測

定は、上部ハソドルとスロットの間にブリラジ型の圧力セ

ソサーを入れて行 う。圧力セソサーは予め標準の重 りで荷

重と感度の較正曲線を作成 しておく。この方法で応力を測

定するとその精度は3%以 内に収まる。今回行った実験で

は、Siチ ップに印加される応力の最大値は約80㎏重程度

で、一単位面積当たりに換算すると約3×10gdyn/㎡ とな

る。

応力印加装置全体は、クライオスタットに収納されてい

る。このクライオスタットを取 り扱 う上で注意することは、

ペルジャーに液体Heを 入れる前に、真空断熱層を拡散ポ

ソブで十分真空引きをしておくこと、また、試料を入れる

ベルジャー内に:水分を入れないことである。さらに、応力1

印加装置をクライオスタットに収納 して液体Heで 冷却す

る際、応力印加装置の金属部分が大きく収縮するので、上

部パシドルにて試料に加わる応力を予め調整 しておく必要

がある。
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図2繍 軸性応力印加装置
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